3. Sbeicher

3.1.5. 2kByte EPROM U2716C
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12716 Intel
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Ubersicht

— organisiert mit 2048 Worten zu 8 bit, voll A3

decodiert
— Zugriffszeit U2716C45 450 ns
U2716C 39 390 ns Al
U2716C35 350 ns

AZ

Glaleisiolelolcioi=l=l:

— Programmierung byteweise mdoglich Ag
" — TTL-kompatible Ein- und Ausgiinge
— 5V Stromversorgung (Lg:sebetrieb) D¢
D1
D2
Bild 2 uss
AnschluBbelegung
Tabelle 1 Grenzwerte
Parameter Symbol Werte ’ Ein-
heit
Betriebstemperatur 9, 0 bis +70 °C
Lagerungstemperatur Pz —55 bis +125 °C
Ein-/Ausgangsspannungen U, U, -—0,5bis 6,5 v
Gesamtverlustleistung Py, 1 w
Programmierspannung Upr —0,5 bis 26,5 v
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3.1. Programmierbare Nur-Lese-Speicher (PROM)

Tabelle 2 Betriebsarten

Modus - U CE OE DO0bisD7
(AnschluB) (21) (18 (20) (9-11,13-17)
lesen Ucee Uyp Uy Ausgabedaten
nicht ausgew#hlit Uee Uyp Upy hochohmig
ruhend Ue Uy X hochohmig
programmieren Upp Uy Uy Eingabedaten
Kontrolle Upw Un Uy Ausgabedaten
gesperrt Upp Up Uy hochohmig

Tabelle 3 Betriebsbedingungen und statische Kennwerte

Parameter Symbol min. typ. max. - Ein- Bedingung
heit
Betriebsspannung Ucc 4,75 S 5,25 A"
Betriebsspannung Upr Ucc—0,6 Ugc Ucct0,6 V
Eingangsspannung Uy -0,3 0,8 \"
Eingangsspannung Uy 2 Uc+1 V
Betriebstemperatur R 0 70 °c
Eingangsreststrom I ‘ 0,1 mA U=55V
Ausgangsreststrom I 0,1 mA Uy=S5,5V;0E= Uy
Ausgangsspannung L UoL 0,8 V - Ug=2,1mA
Ausgangsspannung H = Ugy 2 Vv Ioy=0,4mA
Eingangskapazitét G Y pF
Ausgangskapazitit Co 12 pF CE=Uy

2716-39 2716-45 2716-35

Stromaufnahme Ugc Tccor 100 120 mA CE=0E="Ug
Stromaufnahme Ucc Tecr 25 30 mA CE=0QE= Uy
ruhend .
Stromaufnahme UPR IpRop S 6 mA 'UPR = 5,25 \%
lesen

Stromaufnahme Upg Ivgap 30 40 mA

programmieren
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3. Speicher
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Dynamisches Verhalten
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3.1 ngrar;lmierbare Nur-Lese-Speicher (PROM)

Programm - -
Programm - kontrolle .
Adressen x:
g TAVCH TCLAX
Daten- ’ >_—<
TCLDX -
TOHDZP TOVCH TOLDXP . 'TDHDZP
OE f N\
TOHCH TCHCL, | TCLOL
cE N
TCEAN TCEAN
Bild 4 Programmierbedingungen
Tabelle 4 Dynamische Kennwerte
Parameter Symbol 2716-45 2716-39 2716-35 Einheit Bedingung
Verzogerung Adressen/ {fypv 450 390 350 ns -CE=0E=Uy
Ausgiinge . '
Verzégerung CE/Aus-  fcipv 450 390 350 ns OE= Uy
gédnge aktiv
Verzogerung OB/Aus-  topy 120 120 120 ns CE=Uy

génge aktiv

Verzogerung OE/Aus-  toupz 100 100 100 ns
génge hochohmig

Verzogerung CE/Aus-  tcypz 120 120 120 ns
ginge hochohmig
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3. Speicher

Tabelle 5 Programmierung

Nach der Auslieferung sowie nach jedem Loschen haben . alle
16 384 bits des EPROM H-Pegel. Die Programmierung geschieht
durch Einschreiben des L-Pegels. Die Betriebsart Programmierung
wird eingestellt, indem +24V an Uy, gelegt werden, und bei stabilen
Adressen und Daten sowie OE = Uy der Pegel von CE fiir die Dauer

von fcucL auf Uy schaltet.

Der Speicherinhalt wird mit einer UV-Strahlung von etwa 254 nm und

15 Ws/cm gel6scht, Loschzeit etwa 15 min.

Parameter Symbol min. typ. max. Einheit
Programmierspannung Upr 24 25 26 V
Betriebstemperatur Oap 20 25 30 °C
Adressenvorhaltezeit taven 2 " us
OE-Vorhaltezeit toncw 2 us
Datenvorhaltezeit toven 2 us
Adressenhaltezeit toLax 2 us
OE-Haltezeit tcroL 2 us
Datenhaltezeit toLox 2 us
Verzégerung OE/Ausgang toupze O 120 ns
hochohmig -

Verzdgerung OE/Ausgang toLpxp 120 ns
aktiv

Programmierimpulsdauer tcHoL 45 S50 55 ms
CE-Anstiegs- und Abfallzei-  fcpan 10 ns

teq
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